
まえがき＝半導体デバイスの微細化・高速化が進展する
なか，成膜技術はいっそうの薄膜・多層膜化が要求され
る時代になっている。各層の膜厚は原子スケールで制御
され数十オングストロームオーダのレベルまでに到達し
てきた。一方形成した膜の深さ方向分布，結焼た膜の

zだけ深いところで散乱される
イオンは固体中の軌道電子との非弾性散乱によってエネ
ルギを失うため，散乱されたイオンのエネルギ Eはさら
にΔEだけ低くなる。この損失エネルギΔEは，式（3）
で表されイオンが固体中を通過した距離にほぼ比例す
る。
　ΔE＝ε・N・Δz    …………………………………… （3）
ここで，
  ε：阻止係数（Eと電荷の係数）
   N：原子数密度
このエネルギ減衰ΔEから，試料内で衝突した原子核の
表面からの深さ方向の位置が分かる。     
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